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【序論】我々は GaN 基板上 P/N 相補型駆動回路

の実現・高性能化のため、分極接合による高濃

度二次元正孔ガス(2DHG)の形成技術[1]を利用

したPチャネルMOSFETのデバイス特性を評価

し、バックゲート電圧による閾値電圧の制御[2]
などを報告してきた。さらに、AlGaN/GaN 界面

に界面準位を想定することで、デバイスシミュ

レーションにおいて AlGaN/GaN 界面に生じる

二次元電子ガス(2DEG)および 2DHG を枯渇さ

せるバックゲート電圧が、実測を一部よく再現

することを報告した[3]。今回は CV 特性に対す

る想定した界面準位の感度を評価するとともに、

P チャネル MOSFET の Id-Vg 特性への影響につ

いて検討を行ったので報告する。 
【手法】 作製・実測した分極基板上 GaN P チ

ャネル MOSFET (Fig. 1) [2, 3]の設計に準じた構

造に対し、SentaurusTM (Synopsys. Inc.)を用いた

デバイスシミュレーションを行った。シミュレ

ーションに際して、Al0.23Ga0.77N/GaN 界面に生

じる分極電荷は 1.28×1013 cm-2 の固定電荷とし

て導入した。また、AlGaN/GaN 界面の界面準位

について、AlGaN の上下界面ともに同じ密度と

分布を仮定した。 
【結果】Fig. 2 に AlGaN/GaN 界面のミッドギャ

ップに0.5 eV のガウス分布を持つ準位を導

入した場合のバックゲート‐ソース/ドレイン

間の容量-電圧(Cbs-Vbs)特性を示す。ミッドギャ

ップ準位のピーク密度に対し、Cbs-Vbs 特性のシ

フト量はほぼ線形であることがわかる。ピーク

濃度が 2×1012 cm-2eV-1 のとき実測の Cbs-Vbs 特

性をよく再現する。Fig. 3 にミッドギャップ準位

のピーク密度を 0, 2×1012 cm-2eV-1としたとき

の Id-Vg 特性から抽出した閾値電圧(Vth)のバッ

クゲート電圧依存性を示す。実測値より 1 V 程

度大きな閾値となったものの Vbs の増加による

Vth シフトが実測と近い飽和傾向を示している。

このことから AlGaN/GaN 界面の界面準位は分

極接合基板上デバイスの動作に与える影響が大

きく、デバイス動作の解明や高性能化のために

重要な要素であるといえる。 
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Fig. 1 Schematic structure of p-channel 
MOSFETs of the PJ platform wafer. 

Fig. 2 Simulated Cbs-Vbs characteristics with 
midgap state at AlGaN/GaN interfaces. 

Fig. 3 Simulated Vth dependence on Vbs. 
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